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※概要（Summary）： 

GaN 系化合物半導体は、発光ダイオード（LED）、レ

ーザダイオード（LD）等の発光素子用の材料、電子デバ

イス用素子として注目されている。現状サファイア基板上

に GaN 系化合物半導体成長させているが、様々な問題

を抱えており、GaN 自立基板が安価に、大量に生産され

ることが必要とされている。報告者はサファイア基板上に

成長条件の調整のみで剥離層を形成し、GaN 基板を製

造する方法を検討した。この剥離層の最適化を目的とし、

NPFの設備を利用して SEM観察を行った。 

 

※実験（Experimental）： 

サファイア基板上に剥離層を成長し、その上にコアレッ

センス層を成長したサンプルを作成した。剥離層の成長

条件を変更したサンプルを FE-SEM で観察することによ

り剥離層の成長状況を確認した。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 

Fig.1 Standard interface layer. 

 

Fig.2 High-temperature grown interface layer. 

 

剥離層の成長温度を変更したサンプルを比較した。一定

以上成長温度を上昇させると、多結晶化してしまうことが確

認できた。 
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